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(57)【要約】
【課題】放熱性に優れ、かつＬＥＤチップが基板に表面
実装されたＬＥＤパッケージを提供する。
【解決手段】ＬＥＤチップ（20）を搭載する基板（1）
が、金属からなる複数の導電部（11a）（11b）と、無機
物からなりこれらの導電部（11a）（11b）を電気的に絶
縁する絶縁部（12）とを有し、前記導電部（11a）（11b
）および絶縁部（12）がチップ搭載面か（Ｍ１）ら垂直
方向に積層された状態で一体化されてなり、前記基板（
1）の導電部（11b）にＬＥＤチップ（20）が接合されて
いる。
【選択図】　　図３Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤチップを搭載する基板が、金属からなる複数の導電部と、無機物からなりこれら
の導電部を電気的に絶縁する絶縁部とを有し、前記導電部および絶縁部がチップ搭載面か
ら垂直方向に積層された状態で一体化されてなり、
　前記基板の導電部にＬＥＤチップが接合されていることを特徴とするＬＥＤパッケージ
。
【請求項２】
　前記絶縁部を構成する無機物が酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、酸
化ジルコニウムのうちの少なくとも１種である請求項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項３】
　前記絶縁部を構成する無機物は、ＪＩＳ　Ｚ８７１５で規定される白色度が５０％以上
である請求項１または２に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項４】
　前記導電部上に、該導電部とは異なる金属層が形成されている請求項１～３のいずれか
に記載のＬＥＤパッケージ。
【請求項５】
　前記金属層は電解めっきによって形成されためっき皮膜である請求項４に記載のＬＥＤ
パッケージ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は優れた放熱性を有するＬＥＤパッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＬＥＤパッケージは、素子をリードフレーム、セラミック基板、ガラスエポキシ
製プリント基板、ＢＴ製プリント基板等の配線基板上に載せ、電極をワイヤボンド、はん
だ、高放熱性接着剤等で固定したものが一般的であった。
【０００３】
　また、近年の照明や液晶光源の高出力化によりＬＥＤチップ、あるいは各種ＬＥＤチッ
プを搭載したパッケージの発熱量が増大する傾向がある。このため、基板あるいは半導体
部品においては、良好な放熱性と、熱応力に対する破断強度が求められている。
【０００４】
　ＬＥＤパッケージの放熱性を高める手段として、セラミック基板の使用やリードフレー
ムの厚さを厚くすることは一般に行われている。
【０００５】
　特許文献１は、セラミック製絶縁基体上に半導体素子搭載部を有し、絶縁基体の下面に
外部電気回路基板が接続パッドを介してろう付される配線基板において、接続パッドの外
周縁近傍に所定形状の間隙を設けることにより、ろう付部の破断を防止するようにしたも
のである。
【０００６】
　特許文献２に記載された配線基板は、絶縁材中に金属放熱体が基板の上下を貫く態様で
埋め込んだものであり、金属板の上下両面に順次ハーフエッチング加工を施して両面から
凹部を形成し、これらの凹部内に絶縁性樹脂を充填することにより、金属板を上下方向に
貫く絶縁層を形成することによって製造される。
【０００７】
　特許文献３に記載されたＬＥＤ部品は、セラミック基板に貫通孔を設け、その孔の内部
にＬＥＤチップを実装した放熱板をろう付したものである。
【０００８】
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　特許文献４に記載された発光素子搭載用基板は、セラミック粉末とバインダを混合した
スラリーで薄板上に形成したグリーンシート上に絶縁層を印刷するとともに配線パターン
を印刷し、焼結したものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－２３７５２９号公報
【特許文献２】特開２００８－２５１６７１号公報
【特許文献３】特開２００７－２２７７２８号公報
【特許文献４】特開２００８－３４５１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、特許文献１～４の技術には、それぞれに基板の材料や形態に起因して以
下のような問題点がある。
【００１１】
　セラミック基板は樹脂基板よりも高い放熱性能を有しているが、金属よりも放熱性能が
劣っている。また、セラミック基板の切断加工や孔明け加工は、破断しないように加工す
るには格別の加工技術が必要であるため、加工コストが高くなる。
【００１２】
　また、リードフレームでは複雑な加工が必要になる等、手間とコストがかかるという問
題がある。しかも絶縁層が樹脂で構成されているため、ＬＥＤチップとの熱膨張差が大き
く、繰り返し使用による熱履歴によって断線を起こすことがある。
【００１３】
　また、金属基板を、特許文献３のような両面基板に加工するには複雑な加工が必要であ
る。しかも絶縁層が樹脂であるために放熱性が不十分である、また、安価な片面基板では
発光面の裏面に電極を設けることができないために、チップを表面実装することができず
、チップの実装が複雑になる。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、上記技術背景に鑑み、放熱性に優れ、ＬＥＤチップが基板に表面実装された
ＬＥＤパッケージの提供を目的とする。
【００１５】
　即ち、本発明は下記［１］～［５］に記載の構成を有する。
【００１６】
　［１］ＬＥＤチップを搭載する基板が、金属からなる複数の導電部と、無機物からなり
これらの導電部を電気的に絶縁する絶縁部とを有し、前記導電部および絶縁部がチップ搭
載面から垂直方向に積層された状態で一体化されてなり、
　前記基板の導電部にＬＥＤチップが接合されていることを特徴とするＬＥＤパッケージ
。
【００１７】
　［２］前記絶縁部を構成する無機物が酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ケイ
素、酸化ジルコニウムのうちの少なくとも１種である前項１に記載のＬＥＤパッケージ。
【００１８】
　［３］前記絶縁部を構成する無機物は、ＪＩＳ　Ｚ８７１５で規定される白色度が５０
％以上である前項１または２に記載のＬＥＤパッケージ。
【００１９】
　［４］前記導電部上に、該導電部とは異なる金属層が形成されている前項１～３のいず
れかに記載のＬＥＤパッケージ。
【００２０】
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　［５］前記金属層は電解めっきによって形成されためっき皮膜である前項４に記載のＬ
ＥＤパッケージ。
【発明の効果】
【００２１】
　上記［１］に記載の発明にかかるＬＥＤパッケージは、ＬＥＤチップを搭載する基板が
、金属からなる複数の導電部と、無機物からなりこれらの導電部を電気的に絶縁する絶縁
部とを有し、前記導電部および絶縁部がチップ搭載面から垂直方向に積層された状態で一
体化したものである。かかる基板構造において、前記導電部はチップ搭載面とその対向面
との間を貫いているので、基板のチップ搭載面において導電部上にＬＥＤチップを接合す
ると、対向面においてその導電部に電極を接続することができる。従って、基板にスルー
ホール等の加工を施すことなく両面基板として使用でき、ＬＥＤチップの表面実装が可能
である。
【００２２】
　また、前記導電部は金属であり基板の厚さを有していることでヒートシンクとして機能
し、導電部に接合されたＬＥＤチップが発生する熱は直接導電部に放熱され、あるいは絶
縁部を介して他の導電部にも放熱されるので、優れた放熱性能が得られる。
【００２３】
　さらに、前記絶縁部を構成する無機物は熱膨張係数率が小さいので、大発熱量や発熱と
冷却の反復に対しても破線や断線が発生しにくい。
【００２４】
　上記［２］に記載のＬＥＤパッケージは、絶縁部が酸化アルミニウム、窒化アルミニウ
ム、窒化ケイ素、酸化ジルコニウムのうちのうちの少なくとも１種で形成されているため
、優れた電気絶縁性および放熱性が得られる。また、これらの無機物の熱膨張係数は、Ｌ
ＥＤチップに用いられているサファイア基板の熱膨張係数に近似しているので、ＬＥＤチ
ップの接合部に発生する熱収縮応力が小さく、接合部の破断、切断、剥がれが発生しない
、あるいは発生しにくい。
【００２５】
　上記［３］に記載のＬＥＤパッケージは、絶縁部の白色度が５０％以上の無機物で形成
されているため、ＬＥＤチップが発する光が拡散反射し、光の利用効率が良い。
【００２６】
　上記［４］に記載のＬＥＤパッケージは、導電部上に金属層が設けられているので、導
電部表面の酸化膜形成が抑制されるとともにＬＥＤチップやボンディングワイヤとのはん
だ接合性が向上し、優れた導電性および放熱性が得られる。
【００２７】
　上記［５］に記載の半導体パッケージは導電部上の金属層を電解めっきで形成したもの
である。電解めっきは容易に金属層を形成でき、かつ絶縁部に金属層が形成されないので
マスキングが不要である。これらの点で、電解めっきによれば低コストで金属層を形成す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明にかかるＬＥＤパッケージに用いられる基板の一実施形態の斜視図である
。
【図２】本発明にかかるＬＥＤパッケージに用いられる基板の他の実施形態の斜視図であ
る。
【図３Ａ】図１の基板にＬＥＤチップを搭載した本発明のＬＥＤパッケージの一実施形態
を示す断面図である。
【図３Ｂ】図１の基板にＬＥＤチップを搭載した本発明のＬＥＤパッケージの他の実施形
態を示す断面図である。
【図４】図２の基板にＬＥＤチップを搭載した本発明のＬＥＤパッケージの他の実施形態
を示す断面図である。
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【図５】ＬＥＤパッケージを用いたＬＥＤランプの断面図である。
【図６】基板の製造材料である積層材を示す断面図である。
【図７】図６の積層材を製造する製造方法を示す断面図である。
【図８】図６の積層材を製造する他の製造方法を示す断面図である。
【図９】図６の積層材を製造するさらに他の製造方法を示す断面図である。
【図１０】基板の製造材料である素材を示す斜視図である。
【図１１】図１０の素材の製造工程を示す断面図である。
【図１２】図１０の素材の他の製造工程の一部を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
［ＬＥＤパッケージ］
　図１および図２は本発明のＬＥＤパッケージに用いる基板（1）（2）を示す斜視図であ
り、図３Ａ、図３Ｂおよび図４はこれらの基板を用いたＬＥＤパッケージ（3A）（3B）（
4）である。これらの図面において、基板（1）（2）の上面がチップ搭載面（Ｍ１）、下
面がチップ搭載面（Ｍ１）の対向面（Ｍ２）であり、チップ搭載面（Ｍ１）と対向面（Ｍ
２）との距離が基板（1）（2）の厚さ（ｔ）を示している。
【００３０】
　基板（1）において、導電部（11a）（11b）および絶縁部（12）は、それぞれがチップ
搭載面（Ｍ１）と対向面（Ｍ２）との間を貫き、チップ搭載面（Ｍ１）において導電部（
11a）、絶縁部（12）、導電部（11b）の順に並び、これらが一体化されている。従って、
導電部（11a）（11b）および絶縁部（12）はチップ搭載面（Ｍ１）から垂直方向に積層さ
れ、導電部（11a）（11b）および絶縁部（12）の全てがチップ搭載面（Ｍ１）および対向
面（Ｍ２）の両方の面に露出し、（ｔ）なる基板（1）の厚さを有している。また、前記
チップ搭載面（Ｍ１）の三者の積層方向の寸法は（ｗ）で表され、積層方向における導電
部（11a）の寸法が（ｗ１ａ）、絶縁部（12）の寸法が（ｗ２）、導電部（11b）の寸法が
（ｗ１ｂ）で表されている。また、チップ搭載面（Ｍ１）の他の一辺の寸法は（ｄ）で表
されている。
【００３１】
　本発明において、基板が複数の導電部を有し、これらの導電部が絶縁部によって電気的
に絶縁されている限り、それぞれの数は任意である。図２に示す基板（2）は３つの導電
部（11c）（11d）（11e）と２つの絶縁部（12）とが交互に積層したものである。また、
各部の寸法も任意に設定することができ、例えば図１の基板（1）は、２つ導電部（11a）
（11b）の寸法が異なり、一方の導電部（11a）の寸法（ｗ１ａ）＜他方の導電部（11a）
の寸法（ｗ１ｂ）の関係にある。
【００３２】
　前記導電部（11a）…（11e）は金属からなる。導電部（11a）…（11e）は配線部であり
、かつヒートシンクとしても機能するものであるから、導電性および放熱性の両方が良好
な金属を用いることが好ましく、アルミニウムおよび銅を推奨できる。アルミニウムは、
純アルミニウム、アルミニウム合金のいずれでも良く、導電率が良く、基板としての強度
、硬度を有する組成のものを適宜使用する。銅もまた、圧延銅、電解銅などの種類や合金
組成を問わず使用でき、導電性が良く、基板としての強度、硬度を有する組成のものを適
宜使用する。
【００３３】
　また、図３Ａ～図４に示すように、前記導電部（11a）…（11e）上にはＬＥＤチップ（
20）やボンディングワイヤ（15）との導電性および接合性を高めるために、導電部（11a
）…（11e）とは異なる金属層（13）を設けることも好ましい。導電部（11a）…（11e）
として銅を使用した場合は表面酸化が起こりやすく、酸化膜が導電性を低下させる原因と
なるので、金属層（13）の形成によって導電部（11a）…（11e）の表面酸化を防ぐことが
できる。また、アルミニウムはもとよりはんだ適応性の良くない金属であるから、アルミ
ニウムの導電部（11a）…（11e）上に金属層（13）を形成するによってはんだ接合特性を
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高めることができる。前記金属層（13）の金属は、導電部（11a）…（11e）の表面酸化防
止、はんだ接合特性の向上という観点より、金、銀、ニッケルが好ましい。これらの金属
は熱伝導性が良好であるから、導電部（11a）…（11e）の放熱性を低下させるものではな
い。
【００３４】
　前記金属層（13）の形成方法は限定されず、導電部（11a）…（11e）にめっきを施して
めっき皮膜を金属層とする方法、蒸着による方法、導電部（11a）…（11e）の材料として
クラッド材を使用し、クラッド材の心材を導電部とし、皮材を金属層とする方法等を例示
できる。これらの形成方法の中で電解めっきを推奨できる。電解めっきは金属層（13）の
形成が容易であり、また絶縁部（12）には金属層（12）が形成されないのでマスキングが
不要である。これらの点で、電解めっきによれば低コストで金属層（13）を形成すること
ができる。
【００３５】
　前記金属層（13）は絶縁部（12）上に形成しないことは当然であるが、後述するように
絶縁部（12）の寸法（ｗ２）は小さいものであるから、金属層（13）のショートを確実に
防止するために、絶縁部（12）上に金属層（13）の厚さと同等またはそれ以上の厚さの絶
縁絶層（16）を形成することが好ましい（図３Ａ参照）。この絶縁層（16）は、金属層（
13）の形成後に絶縁塗料を塗布する等の簡単な方法で簡単に形成することができる。絶縁
塗料の種類は限定されないが、ＬＥＤチップ（20）を搭載するので、光による劣化が少な
くかつ光反射率の高い絶縁塗料を使用することが好ましい。
【００３６】
　また、図示例では導電部（11a）…（11e）のチップ搭載面（Ｍ１）側および対向面（Ｍ
２）側の両面に金属層（13）を形成している。これは、本発明に用いる基板（1）（2）は
導電部（11a）…（11e）が両面間を貫く両面基板であり、導電部（11a）…（11e）が対向
面側（Ｍ２）において電極となされ別の基板等に通電可能に接続されるからである。従っ
て、金属層（13）は導電部（11a）…（11e）の両面に形成することが好ましい。
【００３７】
　前記絶縁部（12）は無機物からなる。無機物は樹脂よりも熱伝導性が良く高い放熱性を
有する。電気絶縁性と放熱性を兼ね備える無機物として、酸化アルミニウム、窒化アルミ
ニウム、窒化ケイ素、酸化ジルコニウム等のセラミックを推奨できる。搭載するＬＥＤチ
ップ（20）にはサファイア基板（酸化アルミニウム基板）の使用が一般的であり、上述し
たセラミックの熱膨張係数はサファイア基板の熱膨張係数に近似しているので、ＬＥＤチ
ップ（20）の接合部に発生する熱収縮応力が小さく、接合部の破断、切断、剥がれが発生
しない、あるいは発生しにくい。
【００３８】
　また、基板（1）（2）にはＬＥＤチップ（20）を搭載するので、絶縁部（12）の表面が
反射板として作用する。このため、光が拡散反射する白色または白色に近い無機物を使用
することが好ましい。光が拡散反射するとＬＥＤチップ（20）が発する光の利用効率が高
くなる。白色の程度は、ＪＩＳ　Ｚ　８７１５で規定される白色度が５０％以上であるこ
とが好ましく、特に７０％以上であることが好ましい。
【００３９】
　また、基板が複数の導電部あるいは複数の絶縁部を有する場合、それらの材料は同一材
料であっても良いし異種材料であっても良い。複数の導電部に異種材料を用いる場合、Ｌ
ＥＤチップを接合する導電部をより熱伝導率の高い材料で作製することによって放熱効率
を高めることができる。また、ＬＥＤチップを接合する導電部を光反射率の高い材料で作
製することにより前方への光の取出し効率を高めることができる。
【００４０】
　基板（1）（2）において、導電部（11a）～（11e）および絶縁部（12）の寸法および厚
さは限定されず、ＬＥＤチップ（20）の寸法や搭載方法、使用電圧における絶縁性確保に
要する寸法、ＬＥＤチップ（20）の発熱量等に応じて任意に設定することができる。
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【００４１】
　図３Ａは前記基板（1）にＬＥＤチップ（20）を表面実装したＬＥＤパッケージ（3A）
の例を示している。２つの導電部（11a）（11b）は積層方向における寸法に大小の差があ
り、一方の導電部（11b）の寸法（ｗ１ｂ）が他方の導電部（11a）の寸法（ｗ１ａ）より
も大きく、大きい導電部（11b）にＬＥＤチップ（20）をはんだ、導電性接着剤等の接合
層（14）を接合し、小さい導電部（11a）にボンディングワイヤ（15）を接合している。
これにより、ＬＥＤチップ（20）から発生する熱を大きい導電部（11b）から効率良く放
熱することができる。
【００４２】
　本発明において「ＬＥＤチップを導電部に接合する」とはその導電部が主な放熱経路と
なるようにＬＥＤチップが接続されている状態であり、具体的にはＬＥＤチップと導電部
との間にはんだや導電性接着剤等の接合に必要な材料のみが介在している状態である。ボ
ンディングワイヤによる電気的接続は、本発明におけるＬＥＤチップを導電部に接合した
状態には含まれない。
【００４３】
　また、絶縁部（12）は使用電圧下で十分な電気絶縁性が得られる限りその寸法に制限は
ない。例えば、ＬＥＤチップを搭載する場合の電圧は一般に５Ｖ以下であるので、図１の
基板（1）を参照すると、絶縁部（12）の寸法（ｗ２）は数μｍでも導電部（11a）（11b
）を絶縁することができる。ただし、ＬＥＤ器具としての安全性を考慮した場合に、１ｋ
Ｖ以上で電圧下でも絶縁できることが好ましく、絶縁部（12）の寸法（ｗ２）を３０μｍ
以上に設定することが好ましい。
【００４４】
　本発明において、基板（1）の厚さ（t）は、基板としての強度を満足する限り任意に設
定することができる。また、基板（1）の厚さ（ｔ）は導電部（11a）（11b）の厚さでも
あるので、かかる厚さ（ｔ）を有する導電部（11a）（11b）は熱伝達能力が高くヒートシ
ンクとしての機能を有している。
【００４５】
　さらに、ＬＥＤチップが少なくとも１つの導電部を主たる放熱経路となるように接合さ
れている限り、ＬＥＤチチップを導電部に接続する方法も限定されない。図３ＡのＬＥＤ
パッケージ（3A）は一方の導電部（11b）上に接合層（14）を介してＬＥＤチップ（20）
を接合し、他方の導電部（11a）にボンディングワイヤ（15）で接続した例であり、一方
の導電部（11b）が主たる放熱経路となる。また、図３ＢのＬＥＤパッケージ（3B）は、
ＬＥＤチップ（20）を２つの導電部（11a）（11b）にまたがるようにボール形のはんだ（
17）で接合した例であり、２つの導電部（11a）（11b）が放熱経路となる。また、図４の
ＬＥＤパッケージ（4）は、一つの導電部（11d）上に導電性接着剤またははんだ（14）で
ＬＥＤチップ（20）を接合し、他の２つの導電部（11c）（11e）にボンディングワイヤ（
15）で接続した例であり、一つの導電部（11d）が主たる放熱経路となる。
【００４６】
［ＬＥＤパッケージを用いたＬＥＤランプ］
　図５に、本発明のＬＥＤパッケージ（3）を用いて作製したＬＥＤランプ（5）を示す。
【００４７】
　ＬＥＤパッケージ（3）は、図３ＡのＬＥＤパッケージ（3A）の基板（1）の外周部に樹
脂製外枠（21）を取り付け、基板（1）のチップ搭載面（Ｍ１）と外枠（21）の内周面に
よって形成される凹部に樹脂封止材（22）を充填し、さらに樹脂製レンズ（23）を一体に
形成したものである。前記封止材（22）は、ＬＥＤチップ（20）への衝撃を緩和するとと
もに水分の侵入を防止してＬＥＤチップ（20）を保護し、かつハンドリング性を高めてい
る。また、封止材用の樹脂にはランプの色調を調整するために色素を混合することもでき
る。また、光学性能の向上を目的として、前記外枠（21）の内面にリフレクターを取り付
けること、あるいはリフレクター一体型の外枠を使用すること、封止材（22）の上面にレ
ンズ（23）を取り付けることも好ましい。また、このようにＬＥＤチップ（20）を樹脂で
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覆ったことで、ＬＥＤパッケージのハンドリング性が高められている。
【００４８】
　前記ＬＥＤパッケージ（3）は、ＬＥＤチップ（20）を樹脂製の外枠（21）および封止
材（22）で覆うことで上記の効果を得ているが、本発明のＬＥＤパッケージはＬＥＤチッ
プを搭載した基板を各種被覆材で覆うことは必須要件ではない。本発明で規定する基板に
ＬＥＤチップが搭載されているものは被覆材の有無に拘わらず本発明に含まれる。また、
ＬＥＤチップを搭載した基板を被覆材で覆うと放熱性が低下するので、被覆材を基板の一
部が露出するような形状に形成することも好ましい。
【００４９】
　ＬＥＤランプ（5）は、熱伝導性絶縁基板（24）上に形成された銅配線部（25）にＬＥ
Ｄパッケージ（3）の基板（1）の導電部（11a）（11b）をはんだ付けしたものである。図
中、（26）ははんだを示している。なお、図示例の基板（1）は導電部（11a）（11b）が
金属層（13）に被覆されているので、導電部（11a）（11b）は金属層（13）を介して銅配
線部（25）にはんだ付けされている。
【００５０】
　前記ＬＥＤランプ（5）において、ＬＥＤチップ（20）の基板（1）への搭載方法は図３
Ａと同じであるから、大きい導電部（11b）上に接合層（14）を介してＬＥＤチップ（20
）が接合され、ＬＥＤチップ（20）はボンディングワイヤ（15）で小さい導電部（11a）
に接続されている。よって、ＬＥＤチップ（20）から発生する熱は、主としてＬＥＤチッ
プ(20)が接合されている導電部（11b）に直接伝わり、はんだ（26）を介して熱伝導性絶
縁基板（24）に放熱される。また、導電部（11a）から絶縁部（12）を介して他方の導電
部（11b）にも伝わって熱伝導性絶縁基板（24）に放熱される。ＬＥＤチップ（20）から
発生する熱は導電部（11a）（11b）が放熱経路となって排熱され、基板（1）の厚さ（ｔ
）を有する導電部（11a）（11b）自身がヒートシンクとして作用するので放熱効率が良い
。前記導電部（11a）（11b）上の金属層（13）は熱伝導性の良い金属であるから、放熱経
路上の金属層（13）もヒートシンクの一部として機能し、放熱効率を高めることになる。
【００５１】
　また、前記導電部（11a）（11b）は基板（1）の両面に露出しているので、チップ搭載
面（Ｍ１）の対向面（Ｍ２）に電極を形成できる。このため、スルーホールを設けるとい
った電極形成のための加工をすることなく、そのまま両面基板として用いることができ、
表面実装型の半導体パッケージを製作することができる。なお、前記導電部（11a）（11b
）は基板（1）の側面にも露出しているので側面に電極を形成することもできる。
【００５２】
　また、前記絶縁部（12）を構成する無機物は熱膨張係数率が小さいので、大発熱量や発
熱と冷却の反復に対しても破線や断線が発生しにくい。また、絶縁部（12）の線膨張係数
はＬＥＤチップ（20）の線膨張係数に近似しているために、ＢＧＡ（Ball Grid Array）
基板のようにチップの底面にはんだ付けをする場合でも断線しにくい。
【００５３】
［基板の製造方法］
　本発明のＬＥＤパッケージに用いる基板は導電部を構成する金属と絶縁部を構成する無
機物とを一体化したものであり、その一体化のための手段は限定されず、接着剤による接
合、圧接、ろう付、放電プラズマ接合等を例示できる。ただし、有機接着剤は、高温下で
劣化しやすく、また光によっても劣化するので、金属と無機物とを直接または無機物を介
して接合することが好ましい。
【００５４】
　また、陽極酸化処理の手法を用いてアルミニウム中に絶縁部を形成することによっても
基板を製造することができる。
【００５５】
　以下に、図１の基板（1）の製造を例に挙げて、積層材から基板を製造する方法および
陽極酸化処理によって基板を製造する方法について詳述する。
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【００５６】
（１）積層材から基板を製造する方法
　図６に示すように、積層材（30）は２枚の金属板（31a）（31b）の間に絶縁板（32）を
挟んだ状態で一体に接合された３層平板である。前記積層材（30）を積層方向に沿った任
意の面で切断すると、その切断面は金属板（31a）、絶縁板（32）、金属板（31b）が積層
順に、それぞれの板厚（Ｗ１Ａ）、（Ｗ２）、（Ｗ１Ｂ）の寸法で積層している。従って
、前記積層材（30）を積層方向に沿った面で切断して直方体を切り出すと、切り出した直
方体のそれぞれが基板（1）となる。そして、積層材（30）における金属板（31a）（31b
）、絶縁板（32）基板（1）における導電部（11a）（11b）、絶縁部(12）となる。また、
直方体を切り出した際の任意の切断面（積層材の側面を含む）とその対向面との間に金属
板（31a）（31b）および絶縁板（32）が貫通しているので、任意の切断面を基板（1）の
チップ搭載面（Ｍ１）とすることができる。
【００５７】
　前記金属板（31a）（31b）および絶縁板（32）の板厚（Ｗ１Ａ）（Ｗ１Ｂ）（Ｗ２）が
基板（1）のチップ搭載面（Ｍ１）の三者の積層方向における導電部（11a）（11b）およ
び絶縁部（12）の寸法（ｗ１ｂ）（ｗ１ｂ）（ｗ２）となるので、基板（1）の導電部（1
1a）（11b）および絶縁部（12）の寸法（ｗ１ｂ）（ｗ１ｂ）（ｗ２）は積層材（30）の
製造時に金属板（31a）（31b）および絶縁板（32）の板厚（Ｗ１Ａ）（Ｗ１Ｂ）（Ｗ２）
によって任意に設定することができ、積層材（30）の厚さ（Ｗ）が基板（1）のチップ搭
載面（Ｍ１）における積層方向の寸法（ｗ）となる。また、前記積層材（30）における切
断寸法の一つ（ＴＡ）が基板（1）の厚さ（ｔ）となり、他の寸法（ＤＡ）が基板（1）の
チップ搭載面（Ｍ１）の他の一辺の寸法（ｄ）となるので、基板（1）の厚さ（ｔ）およ
び他の一辺の寸法（ｄ）は積層材（30）の切断寸法（ＴＡ）（ＤＡ）によって任意に設定
することができる。
【００５８】
　以上より、積層材（30）を製作し、積層材（30）を切断することにより多数の基板（1
）を効率良く製造できる。
【００５９】
　前記積層材（30）は、金属板と絶縁板と直接、または間接的に接合一体化する周知の積
層一体化技術によって製造することができる。
【００６０】
　（１－１）直接接合
　直接接合による積層材の製造例として、図７に示すように、金属板（31a）（31b）と絶
縁板（32）とを所要の順序に重ね、両側をパンチ（40）で挟んで加圧しながら加熱する方
法がある。この製造工程は、ＤＢＣ基板（Direct Bonding Copper 基板）と呼ばれる銅貼
りセラミック基板の製造工程を利用でき、Ｃｕ中に含まれる微量な酸化物を利用してセラ
ミックとの共晶を生成させて銅（金属板）とセラミック基板（絶縁板）とが直接接合した
積層材を製造できる。
【００６１】
　（１－２）間接接合
　間接接合による積層材の製造例として、図８に示すように、金属板（31a）（31b）と絶
縁板（32）との間にシート状のろう材または活性金属ろう材（33）（33）を介在させて重
ね合わせ、両側をパンチ（40）で挟んで加圧しながら加熱する方法がある。この製造工程
は、ＤＢＡ基板（Direct Brazed Aluminum 基板）と呼ばれるアルミニウム貼りセラミッ
ク基板の製造工程や、ＡＭＣ基板（Active Metal Brazed Copper 基板）と呼ばれる銅貼
りセラミック基板の製造工程を利用できる。ＤＢＡ基板はセラミック基板（絶縁板）にア
ルミニウム板（金属板）をろう付した基板である。また、ＡＭＣ基板は、Ｔｉ、Ｚｒ等の
活性金属を添加したろう材でセラミック基板（絶縁板）に銅板（金属板）をろう付した基
板である。これらの製造方法によれば、導電部と絶縁部とが間接的に接合された基板を製
作することができる。
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【００６２】
　（１－３）放電プラズマ接合
　金属板と絶縁板を直接接合する他の方法として放電プラズマ接合方法を挙げることがで
きる。放電プラズマ接合方法とは、放電プラズマ焼結法（Spark Plasma Sintering：ＳＰ
Ｓ)の焼結機構を粉体の焼結ではなく板の接合に適用した公知の接合方法である。なお、
この「放電プラズマ接合法」は、「ＳＰＳ接合法」、「パルス通電圧接法（Pulsed Curre
nt Hot Pressing：ＰＣＨＰ）」等とも呼ばれている。
【００６３】
　具体的には、図９に示すように、黒鉛製ダイ（41）内に金属板（31a）（31b）と絶縁板
（32）を重ねて配置し、積層方向の上下を黒鉛製パンチ（42）で挟んで両パンチ（42）に
電極（43）（44）を接続し、積層物にパルス通電することによって金属板（31a）（31b）
と絶縁板（32）とを接合する。この方法によれば、導電部と絶縁部とが直接接合された基
板を製作することができる。
【００６４】
　なお、放電プラズマ焼結法により、ダイ内に絶縁板および金属粉末を配置し、放電プラ
ズマによって金属粉末を焼結して金属の固形化と絶縁板との接合とを同時に行って積層材
を製造することも可能である。
【００６５】
　上記の工程によれば、積層材の切断によって多数個の基板を効率良く製造することがで
きる。なお、図示例の積層材（30）は３層であるが、金属板および絶縁板の積層数は任意
に設定することができる。
【００６６】
　積層材の製造方法は上述の方法に限定されるものではなく、他の接合方法として拡散接
合法、絶縁板上に溶融アルミニウムを流し込み、アルミニウムを凝固させるともに絶縁板
に接合する溶湯接触法、絶縁板にめっき、ＤＬＣ（ダイヤモンドライクカーボン）等の蒸
着によって金属層（導電部）を形成する方法、絶縁板に金属粉を印刷付着させ焼結して金
属層（導電部）を形成する方法等を例示できる。
【００６７】
（２）陽極酸化処理による基板の製造
　導電部がアルミニウムの場合は、アルミニウム板の陽極酸化処理によって絶縁部を形成
して基板を製造することができる。
【００６８】
　図１０に示す板状の素材（50）は陽極酸化処理品であり、アルミニウム板の幅方向の中
間に長手方向に沿った絶縁部（54）が形成され、この絶縁部（54）によってアルミニウム
が２つの導電部（51a）(51b)に分断されたものである。２つの導電部（51a）(51b)および
絶縁部（54）は、それぞれ、素材（50）の板厚方向の一方の面と他方の面との間を貫く方
向に積層している。この素材（50）を所要寸法（ＤＢ）に切断したものがそれぞれ基板（
1）となる。前記素材（10）の導電部（51a）(51b)および絶縁部（54）が基板（1）の導電
部（11a）(11b)および絶縁部（12）に対応する。
【００６９】
　図１１はアルミニウム板（55）から前記素材（50）を製作する工程（Ｓ１～Ｓ４）を模
式的に示したものである。以下に、図１１を参照しつつ素材（50）の製造方法について説
明する。
【００７０】
　（Ｓ１）アルミニウム板（55）は、その板厚（ＴＢ）が基板(1)の厚さとなるので、ア
ルミニウム板（55）は所期する基板（1）の厚さ（ｔ）のものを使用する。このアルミニ
ウム板（55）において、導電部（51a）（51b）となる部分の両面にレジスト（52）を塗布
する。レジスト（52）を塗布しない部分はアルミニウムが露出し、アルミニウム露出部分
（53）は絶縁部（12）が形成される部分である。図示例では、アルミニウム板（55）の上
下両面に各１箇所のアルミニウム露出部分（53）がある。
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【００７１】
　（Ｓ２）レジスト（52）を塗布したアルミニウム板（55）を処理液に漬けて陽極酸化処
理を施す。上下のアルミニウム露出部分（53）に陽極酸化皮膜（54）が生成し、皮膜（54
）はアルミニウム板（55）の板厚方向に成長していく。
【００７２】
　（Ｓ３）アルミニウム板（55）の両面から成長した陽極酸化皮膜（54）は板厚方向の中
間で繋がり、陽極酸化皮膜（54）がアルミニウム板（55）を板厚方向に貫いてアルミニウ
ム板（55）を幅方向に分断した状態となり、２つの導電部（51a）（51b）と１つの絶縁部
（54）が形成される。
【００７３】
　（Ｓ４）レジスト（51）おおびアルミニウム板（55）の外側に成長した陽極酸化皮膜（
54a）を表面研磨等によって除去すると、図１０に示した素材（50）となる。
【００７４】
　以上の工程により素材(50)が製造される。そして、前記素材（10）を所要寸法（ＤＢ）
に切断すると、導電部（11a）（11b）および絶縁部（12）がチップ搭載面（Ｍ１）とその
対向面（Ｍ２）との間を貫く方向に積層した基板（1）となる。チップ搭載面（Ｍ１）に
おいて三者の積層方向における絶縁部（12）の寸法（ｗ２）は、アルミニウム露出部分（
53）の寸法に対応する。また、導電部（11a）（11b）の寸法（ｗ１ａ）（ｗ１ｂ）は、使
用するアルミニウム板（55）の寸法とアルミニウム露出部分（53）の寸法とによって設定
され、あるいは陽極酸化処理後のアルミニウム板の切断によって設定される。
【００７５】
　また、前記絶縁部（54）はアルミニウム板（55）の任意の箇所に形成することができる
ので、１枚のアルミニウム板（55）の複数箇所に絶縁部（54）を形成すれば、１回の陽極
酸化処理で図示例の素材（50）を複数個製造することができる。
【００７６】
　また、図３Ａ等に参照されるように、導電部（11a）（11b）をめっき皮膜による金属層
（13）で被覆する場合は、前記素材（50）にめっき処理を施し、その後所要の寸法に切断
する。また、陽極酸化処理に供するアルミニウム板としてアルミニウム心材に金属層（皮
材）をクラッドしたクラッド材を使用すれば、工程を追加することなく金属層を形成する
ことができる。
【００７７】
　なお、図１１はアルミニウム板（55）の側面については、レジスト塗布の有無について
説明を省略しているが、側面にレジストを塗布しなければ陽極酸化皮膜が形成され、レジ
ストを塗布すれば陽極酸化皮膜は形成されない。側面に陽極酸化皮膜を形成するかどうか
は、ＬＥＤパッケージの形態に応じて任意に設定することができる。例えば、図５に示し
たＬＥＤパッケージ（3）においては基板（1）の外周部に樹脂製外枠（21）を取り付ける
が、導電部（11a）（11b）と外枠（21）との接合性を高めるために陽極酸化皮膜を形成す
ることがある。
【００７８】
　陽極酸化処理による基板の製造方法は上記工程に限定されるものではなく、種々の変更
が可能である。
【００７９】
　アルミニウム露出部分（53）は、アルミニウム板（55）の一方の面にのみ設け、陽極酸
化皮膜（54）を他方の面に達するように成長させて絶縁部を形成することもできる。しか
し、上記工程のように両面から皮膜を成長させる方が処理時間を短縮できる。また、陽極
酸化皮膜（54）は膜厚が２００μｍ程度まで成長するとそれ以上は殆ど成長しないので、
アルミニウム板（55）の板厚（ＴＢ）が皮膜の成長限度を超える場合は、両面にアルミニ
ウム露出部分（53）を設けて両面から陽極酸化皮膜（54）を形成することが必要となる。
なお、陽極酸化皮膜の成長限度は陽極酸化処理条件やアルミニウム板の化学組成等によっ
て異なり、上記の２００μｍは成長限度の一例にすぎない。
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【００８０】
　さらに、図１２に示すように、アルミニウム板（55）のアルミニウム露出部分（53）に
凹部（56）を形成して陽極酸化皮膜（54）の形成を促進することも好ましい。アルミニウ
ム板（55）の板厚（ＴＢ）が陽極酸化皮膜の成長限度の２倍を超えるとレジスト（52）を
塗らない部分を設けただけではアルミニウム板（55）を貫通させることができないので、
凹部（56）を形成することによって使用可能なアルミニウム板（55）の板厚（ＴＢ）の範
囲を拡大することができる。アルミニウム板（55）の板厚（ＴＢ）は基板（1）の厚さ（
ｔ）に対応しているので、素材（50）の製作時に凹部（56）を入れることによって製造可
能な基板（1）の厚さ（ｔ）の範囲を拡大することができる。また、板厚（ＴＢ）が陽極
酸化皮膜（54）の成長限度の２倍以下のアルミニウム板においても、凹部（56）を形成す
ることによって処理時間の短縮、処理条件を緩和できる、といった効果が得られる。
【００８１】
　上述した陽極酸化処理による素材（50）の製造は、レジスト（52）を塗布しないアルミ
ニウム露出部分（53）にアルミニウム板（55）を貫く陽極酸化皮膜を形成させ、これを絶
縁部（54）としたものである。レジスト（52）はアルミニウム板（55）上の所望の部分に
塗布できるので、アルミニウム板（55）の所望の部分に所望形状の絶縁部（54）を形成す
ることができる。従って、複数の導電部とこれらを絶縁する絶縁部とが複雑に積層した基
板を製造することができる。例えば、レジストを環形に塗布すれば環形の絶縁部が形成さ
れ、環形の絶縁部の内部と外部に導電部を形成することができる。また、１枚のアルミニ
ウム板から複数の前記素材（50）を製造すること、１枚のアルミニウム板から積層形態の
異なる複数の基板を製造することもできる。また、基板（1）の厚さ（ｔ）は素材（50）
の製造時に使用するアルミニウム板（55）の板厚（ＴＢ）で決まるが、導電部（11a）（1
1b）の寸法（ｗ１ａ、ｗ１ｂ）は素材製造後に素材（50）の切断位置で任意に設定するこ
とができる。
【００８２】
　一方、図６の積層材（30）から製造される基板は、チップ搭載面（Ｍ１）における導電
部（11a）（11b）および絶縁部（12）の積層方向の寸法（ｗ１ａ、ｗ１ｂ、ｗ２）は積層
材（30）の材料板（31a）（31b）（32）の板厚（Ｗ１Ａ、Ｗ１Ｂ、Ｗ２）によって決まる
ので、積層材（30）の製作後に導電部（11a）（11b）および絶縁部（12）の寸法（ｗ１ａ
、ｗ１ｂ、ｗ２）を変更することはできない。しかし、基板（1）の厚さ（ｔ）およびチ
ップ搭載面（Ｍ１）における他の一辺の寸法（ｄ）は、積層材製造後に積層材（30）の切
断位置によって任意に設定することができる。
【産業上の利用可能性】
【００８３】
　本発明は、基板の導電部がヒートシンクとして機能して放熱性に優れているので、発熱
量の大きいＬＥＤを搭載するＬＥＤパッケージとして好適に利用できる。
【符号の説明】
【００８４】
1、2…基板
3、3A、3B、4…ＬＥＤパッケージ
11a、11b、11c、11d、11e…導電部
12…絶縁部
13…金属層
14…接着層
15…ボンディングワイヤ
16…絶縁層
17…ボール形のはんだ
20…ＬＥＤチップ
21…外枠
22…封止材
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23…レンズ
30…積層材
31a、31b…金属板
32…絶縁板
50…素材
55…アルミニウム板
51a、51b…アルミニウム（導電部）
52…レジスト
53…アルミニウム露出部分
54…陽極酸化皮膜（絶縁部）
Ｍ１…チップ搭載面
Ｍ２…対向面

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】



(14) JP 2012-84786 A 2012.4.26

【図４】 【図５】

【図６】 【図７】

【図８】



(15) JP 2012-84786 A 2012.4.26

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

